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EMENTA 

Ensinar o aluno os conceitos fundamentais sobre o projeto de leiautes de Circuitos Integrados 
("Integrated Circuitos", ICs) Metal-Óxido-Semincondutor Complementar ("Complementary 
Metal-Oxide-Semiconductior", CMOS) analógicos e de radiofrequência, levando-se em conta o 
casamento entre dispositivos (Erros sistemáticos e erros aleatórios). Fornecer as principais 
técnicas de leiaute para implementação de CIs CMOS de alta precisão elétrica, principalmente 
para as aplicações espaciais, nucleares e médicas. Ensinar o aluno a fazer um leiaute de um 
Amplificador Operacional de Transcondutância ("Operational Transconductance Amplifiiers", 
OTAs) por meio do uso do "IC Station" da "Mentor Graphics.  

 

OBJETIVOS  

Aprender sobre as principais técnicas de leiaute para a implementação de circuitos integrados   
analógicos e de radiofrequência de alta precisão elétrica  e  robustos  ao  descasamento  entre  
dispositivos (Erros Sistemáticos e Erros Aleatórios), levando-se em conta as interferências 
eletromagnéticas, Discargas Eletrostáricas e as Radiações Ionizantes, visando principalmente 
as aplicações espaciais, nucleares e médicas de CMOS ICs. 

 



 

 
 

METODOLOGIA ADOTADA  

Aulas expositivas em sala de aula e aulas em laboratório para o projeto de leiaute de 
amplficadores operacionais de transcondutância. 

 
 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

Sala de aula e ferramenta computacional de leiaute intitulada "IC Station" da "Mentor Graphics". 

 
 

PROGRAMA 

Procedimento de Projeto de Circuitos Integrados Analógicos; 

Sub-circuitos CMOS: Projeto de chave MOS, diodo MOS e de Fonte de Corrente/Sinks MOS; 

Sub-circuitos CMOS: Projeto de Espelhos de Corrente; 

Sub-circuitos CMOS: Projeto de Amplificadores Diferencial e Cascode; 

Sub-circuitos CMOS: Projeto de Amplificadores de Saída; 

Sub-circuitos CMOS: Projeto de Circuitos de Referência dependente da tensão e da temperatura; 

Sub-circuitos CMOS: Projeto de Comparadores; 

Projeto de um Amplificador Operacional CMOS de Transcondutância (OTA); 

Projetos de Amplificadores CMOS de Alto Desempenho; 

Técnicas de Leiaute para implementação de circuitos CMOS ICs de alta precisão elétrica que são 
robustos a influência dos erros sistemáticos e aleatórios decorrentes do processo de fabricação; 

Transistores robustos ao descasamento, ao efeito avalanche, à descarga eletrostática (ESD) e à 
radiação; 

Fundamentos de Projetos de Circuitos Integrados Analógicos de Alta frequência (simulação e 
leiaute). 

 
 
 

MÉTODO DE AVALIAÇÃO 

Avaliações, Atividades, e Relatórios dos experimentos. 
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